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Методами кремниевой планарной технологии изготовлены [1] образцы полосковых одномодовых волноводов из поликристаллического Si, толщиной 220 нм, шириной 5 мкм, длиной до 800 мкм. Волноводы лежат на стандартной Si подложке, предварительно окисленной до 1 мкм. На поверхности волновода изготовлены дифракционные решетки в виде 25 поперечных к длине волновода полосок Si, высотой 45 нм, периодом 600 нм при коэффициенте заполнения 50%. На волноводе с двумя решетками, разнесенными на 50 мкм, экспериментально оценен коэффициент затухания захваченного излучения с длиной волны 1.5 мкм на воздухе, величина которого составила 0.17 дБ/мм. 
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В данной работе произведена оптимизация структуры по двум направлениям: (1) произведен отжиг поли-Si с целью формирования монокристалла; (2) внесена асимметрия в структуру путём создания брегговского рефлектора слева от решётки на расстоянии L = 230 нм (рис.1). Величина зазора L соответствует деструктивной интерференции спектральных угловых порядков в прошедшем спектре дифракционной решетки и отраженных от брегговского рефлектора. Вводящее оптоволокно отклонено от нормали на 8º для уменьшения отражения от решетки. Например, минус первая угловая мода в спектре прохождения решетки отклонена на ~ 42º от поверхности волновода и направлена влево (рис.1). Гашение волны, бегущей по волноводу влево, увеличит эффективность ввода излучения в виде волны, бегущей вправо (рис.1, двойная стрелка). Оптимизация структуры произведена на основе расчетов распределения интенсивности моды в волноводе многослойной структуры методом конечных разностей [2] и расчетов спектров отражения и прохождения решеток на многослойных подложках методом уравнения Риккати [3]. 
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Рис. 1. Схематическое изображение входной дифракционной решетки (справа) и брегговского рефлектора (слева), встроенных в Si волновод структуры кремний -на -изоляторе.









